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Работа посвящена одной из фундаментальных задач физики твердого тела и оптоэлектроники -  изучению влияния гамма-нейтронного излучения на электрофизические параметры оптоэлектронных приборов на кремнии. Использование кремния для оптоэлектроники перспективно с точки зрения встраивания кремниевых оптоэлектронных компонентов в кристаллы БИС и СБИС. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования радиационной стойкости отдельных элементов оптопары –pin - свето- и фотодиодов с квантоворазмерными слоями SiGe, встроенными в i область, показали, что за счет пространственной локализации неосновных носителей заряда в квантовых точках, препятствующие их диффузии к радиационным дефектам, возможно повышение стойкости таких элементов к гамма-нейтронному воздействию. Деградация спектров электролюминесценции (ЭЛ) SiGe-светодиодов в низкоэнергетической области (до 1 эВ), составила не более 30 %, а  фоточувствительности (ФЧ) SiGe-фотодиодов - не более 10 %. Однако эффективность излучения и ФЧ исследуемых образцов оказались не достаточными для регистрации оптопарного эффекта. Одним из перспективных вариантов создания оптопары является использование pin-фотодиода со встроенным в i-область сплошным слоем Ge, выращенным на подложке Si(001), спектр ФЧ которого обладает лучшим перекрытием с сигналом ЭЛ источника излучения с квантовыми точками германия в матрице кремния и имеет более высокую чувствительность. Отмечено увеличение ФЧ такого pin ФД в области энергии квантов оптического излучения от 0,8 до 1,2 эВ при гамма-нейтронном облучении. Полученные результаты создают предпосылки для создания оптопары на кремнии, обладающей повышенной стойкостью к гамма-нейтронному воздействию.
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